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O (57) Abstract: The invention relates to a vertical high- voltage semiconductor component, in which laterally extending semiconduc- 

Otor layers (3, 4) of alternating conductivity types are connected to a rear-mounted electrode via a conductive connection (5). The 
drift zone generated by these semiconductor layers (3, 4) lies outside the cell area and is connected to the latter by a component part 
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Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen 
Abkurzungen wird auf die Erklarungen ("Guidance Notes on 
Codes and Abbreviations") am Anfangjeder regularen Ausgabe 
der PCT -Gazette verwiesen. 



(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein vertikales Hochvolt- Halbleiterbauelement, bei dem sich lateral erstreckende 
Halbleiterschichten (3 t 4) abwechselnden Leitungstyps iiber eine leitende Verbindung (5) mit einer riickseitigen Eleklrode verbunden 
sind Die durch diese Halbleiterschichten (3, 4) gebildete Driftstrecke des Halbleiterbauelements liegt ausserhalb des Zellbereiches 
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Beschreibung 

Vertikales Hochvolt-Halbleiterbauelement 

5 Die vorliegende Erfindung betrifft ein Hochvolt-Halbleiter- 
bauelement, mit einem Halbleitersubstrat eines ersten Lei- 
tungstyps, auf dem eine schwacher als das Halbleitersubstrat 
dotierte Halbleiterschicht eines zweiten, zum ersten Lei- 
tungstyp entgegengesetzten Leitungstyps oder des ersten Lei- 

10 tungstyps als die Sperrspannung des Halbleiterbauelementes 
aufnehmende Drift strecke vorgesehen ist, in der zueinander 
abwechselnd lateral ausgerichtete Halbleitergebiete des er- 
sten und des zweiten Leitungstyps vorgesehen sind. Auflerdem 
betrifft die vorliegende Erfindung ein Hochvolt-Halbleiter- 

15 bauelement mit einem MOS-Feldef fekttransistor, der in einem 
Halbleitersubstrat ausgebildet ist und eine mit seiner Drai- 
nelektrode verbundene Driftstrecke aufweist. 

Bei einem aus US 4 754 310 bekannten Halbleiterbauelement 
20 sind in eine Oberflache eines Halbleiterkorpers zwei Tren- 
chelektroden im Abstand voneinander vorgesehen. Diese Tren- 
chelektroden grenzen an Halbleiterbereiche unterschiedlichen 
Leitungstyps. Das heifit, eine erste Trenchelektrode grenzt 
an einen p-leitenden Bereich, wahrend eine zweite Trench- 
25 elektrode in einem n-leitenden Bereich vorgesehen ist. Zwi- 
schen diesen beiden Bereichen unterschiedlichen Leitungstyps 
erstrecken sich lateral abwechselnd p- und n-leitende Gebie- 
te, die elektrisch parallele Strompfade bilden, welche den 
Serienwiderstand im Bodybereich des Halbleiterbauelementes 
30 erheblich vermindern, ohne dessen Sperrfahigkeit zu beein- 
trachtigen. 

Auch nach dem Kompensationsprinzip arbeitende Hochvolttran- 
sistoren haben sich lateral erstreckende und abwechselnd zu- 
35 einander angeordnete n- und p-leitende Schichten, die bevor- 
zugt durch Epitaxie hergestellt sind, wobei die Source- und 
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Drainanschlusse dieser Hochvolt-transistoren auf der glei- 
chen Oberflache eines Halbleiter-kdrpers vorgesehen sind. 

Es gibt aber auch Hochvolt-DMOS-Transistoren, die ebenfalls 
5 nach dem Kompensationsprinzip arbeiten und hierzu in der so- 
genannten Aufbautechnik realisiert sind, bei der vertikal 
verlaufende n- und p-leitende saulenformige Gebiete in der 
die Sperrspannung aufnehmenden Driftstrecke vorgesehen sind. 
Diese Hochvolt-DMOS-Transistoren zeichnen sich durch eine 

10 erhebliche Verminderung des Einschaltwiderstandes, also 

durch einen enormen Ron-Gewinn aus. Die bei der Aufbautech- 
nik verwendete Mehrfachepitaxie verursacht aber relativ hohe 
Kosten. Zur Vermeidung dieser Kosten wurde daher bereits 
daran gedacht, die saulenartigen Gebiete durch Trenchatzen 

15 und nachfolgende epitaktische Auffullung herzustellen. Trotz 
umfangreicher Versuche hat sich bisher aber noch kein Weg 
gefunden, der eine Fertigung derartiger Hochvolt-DMOS- 
Transistoren in grofiem Umfang in bef riedigender Weise er- 
laubt . 

20 

Im Einzelnen ist aus DE 198 18 298 CI ein superniederohmiger 
vertikaler MOSFET bekannt, bei dem Source und Gate auf einer 
Oberflache eines Halbleiterkorpers und Drain auf der zur ei- 
nen Oberflache gegenuberliegenden Oberflache des Halbleiter- 

25 korpers vorgesehen sind und bei dem im Halbleiterkorper in 
einer Driftzone saulenartige, in der Richtung von der einen 
zur gegenuberliegenden Oberflache verlaufende Zonen unter- 
schiedlichen Leitungstyps angeordnet sind. Aufierdem weist 
die Driftzone mehrere, sich senkrecht zu den saulenartigen 

30 Zonen erstreckende Bereiche abwechselnd entgegengesetzten 
Leitungstyps auf, die iiber die im gegenseitigen Abstand zu- 
einander angeordneten saulenartigen Zonen kontaktiert sind. 
Dieser MOSFET wird durch Epitaxie- und Ionenimplantations- 
schritte hergestellt. 

35 Im Einzelnen ist aus DE 198 18 298 CI ein superniederohmiger 
vertikaler MOSFET bekannt, bei dem Source und Gate auf einer 
Oberflache eines Halbleiterkorpers und Drain auf der zur ei- 
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nen Oberf lache gegenuberliegenden Oberf lache. des Halbleiter- 
korpers vorgesehen sind und bei dem im Halbleiterkorper in 
einer Driftzone saulenartige, in der Richtung von der einen 
zur gegenuberliegenden Oberflache verlaufende Zonen unter- 
5 schiedlichen Leitungstyps angeordnet sind. AuBerdem weist 
die Driftzone mehrere, sich senkrecht zu den saulenartigen 
Zonen erstreckende Bereiche abwechselnd entgegengesetzten 
Leitungstyps auf, die uber die im gegenseitigen Abstand zu- 
einander angeordneten saulenartigen Zonen kontaktiert sind. 
10 Dieser MOSFET wird durch Epitaxie- und Ionenimplantations- 
schritte hergestellt. 

Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Hoch- 
volt-Halbleiterbauelement anzugeben, das nach dem Kompensa- 
15 tionsprinzip zu arbeiten vermag und relativ einfach her- 

stellbar ist, so daB es sich durch niedrige Herstellungsko- 
sten auszeichnet. 

Diese Aufgabe wird bei einem Hochvolt-Halbleiterbauelement 
20 nach dem Oberbegrif f des Patentanspruches 1 erf indungsgemaB 
dadurch gelSst, daB die Halbleitergebiete des ersten Lei- 
tungstyps durch eine durch die Halbleiterschicht gef tihrte 
elektrisch leitende Verbindung mit dem Halbleitersubstrat 
verbunden sind, auf dem eine erste Elektrode angeordnet ist, 
25 und daB die Halbleitergebiete des zweiten Leitungstyps durch 
eine durch die Halbleitergebiete gefuhrte weitere leitende 
Verbindung mit einer auf der Halbleiterschicht vorgesehenen 
zweiten Elektrode verbunden sind. 

30 Das erfindungsgemaBe Hochvolt-Halbleiterbauelement ist so an 
sich ein Vertikal-Bauelement, da die beiden Elektroden auf 
einander gegenuberliegenden Oberflachen des Halbleiterchips 
vorgesehen sind. Es vereinigt aber in iiberraschend einfacher 
Weise die Vorteile von Lateralanordnungen und Vertikalanord- 

35 nungen: Source- bzw. Drain-AnschluB eines sich vertikal er- 
streckenden Hochvolttransistors, der nach dem Kompensati- 
onsprinzip arbeitet, sind mit einer sich lateral ausdehnen- 
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den Driftstrecke versehen; dieser Source- bzw. Drain-An- 
schluB ist dabei so mit dem Halbleitersubstrat verbunden, 
daB eine Struktur mit gemeinsamer Source ("common source") 
oder mit gemeinsamer Drain ("common drain") entsteht. 

5 

Die Herstellungskosten fur das erf indungsgemafie Hochvolt- 
Halbleiterbauelement sind erheblich reduziert, da die Halb- 
leitergebiete des ersten bzw. zweiten Leitungstyps bildende 
n- bzw. p-(oder p- und n-) leitende Schichten in einem Epita- 

10 xieschritt hergestellt werden konnen und die leitenden Ver- 
bindungen beispielsweise ohne weiteres aus mit n + - oder p + - 
dotiertem polykristallinem Silizium aufgefQllten Trehchgra- 
ben zu bilden sind. Selbstverstandlich konnen auch andere 
geeignete Materialien fur diese leitenden Verbindungen ge- 

15 wahlt werden. Dabei brauchen bezuglich der Form dieser Gra- 
ben und deren Oberf lachenbeschaf f enheit lediglich geringe 
Anforderungen erfiillt zu werden. Es mufi nur sichergestellt 
werden, daB zwischen den Graben und dem monokristallinen 
Halbleitermaterial, also vorzugsweise Silizium, ein pn- 

20 Obergang existiert, was durch Ausdiffusion erreicht werden 
kann. 

Der Abstand zwischen den Halbleitergebieten des ersten und 
des zweiten Leitungstyps, also der Abstand zwischen n- und 

25 p-leitenden Schichten, lafit sich deutlich reduzieren, da 
dieser Abstand vollkommen unabhangig vom Raster der das 
Hochvolt-Halbleiterbauelement bildenden Zellen ist. Typische 
MaBe fur diesen Abstand zwischen den Halbleitergebieten des 
ersten und des zweiten Leitungstyps liegen zwischen 1 und 5 

30 urn. Die gesamte Dicke aller Halbleitergebiete des ersten und 
des zweiten Leitungstyps kann beispielsweise zwischen 5 und 
30 um liegen, wobei aber auch geringere oder hohere Werte 
moglich sind. 

35 Durch eine Reduktion des Abstandes zwischen den Halbleiter- 
gebieten, also des Schichtabstandes zwischen den n- und p- 
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leitenden Schichten kann die Dotierung der einzelnen Gebiete 
oder Schichten entsprechend erhoht werden. 

Fur einen Abstand von etwa 2 urn zwischen den Halbleiterge- 
5 bieten bzw. Schichten und einer gesamten Dicke der Drift- 
strecke von etwa 20 um kann eine Reduzierung des Einschalt- 
widerstandes um einen Faktor von etwa 0,3 erwartet werden. 

Von besonderem Vorteil ist es, daB bei dent erf indungsgemaBen 
10 Hochvolt-Halbleiterbauelement ein RandabschluB infolge des 
lateralen Konzeptes der einander abwechselnden Halbleiterge- 
biete unterschiedlichen Leitungstyps grundsatzlich nicht er- 
forderlich ist, was bei kleinen Chipflachen eine erhebliche 
Flacheneinsparung bedeutet . 

15 

Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung besteht darin, 
daB zusatzlich Feldplatten an der Unterseite und/oder Ober- 
seite der Driftstrecke angebracht werden. Unter der Obersei- 
te der Driftstrecke ist dabei die Chipoberf lache zu verste- 

20 hen. Durch diese Feldplatten wird die Verteilung des elek- 
trischen Feldes in der Driftstrecke in giinstiger Weise be- 
einflufit, da die Feldplatten dieselbe Wirkung wie eine va- 
riable "Saulendotierung" der eingangs erwahnten saulenarti- 
gen Gebiete erzielen, indem mit ihnen der fur eine Avalan- 

25 chefestigkeit notwendige dachformige Feldverlauf in der 

Driftstrecke eingestellt werden kann. Zur Erreichung einer 
solchen hohen Avalanchefestigkeit ist auch eine hShere Do- 
tierung in den Halbleitergebieten bzw. Schichten zweckmafiig, 
da eine dynamische Feldanderung im Durchbruchfall erst bei 

30 relativ hohen Stromen einsetzt. 

Zur L6sung obiger Aufgabe ist bei einem Hochvolt-Halbleiter- 
bauelement mit einem MOS-Feldef fekttransistor, der in einem 
Halbleitersubstrat ausgebildet ist und eine mit seiner Drai- 
35 nelektrode verbundene Driftstrecke aufweist, vorgesehen, dafi 
die Driftstrecke auBerhalb des Source-Gate-Bereiches des 
MOS-Feldeffekttransistors gelegen und an diesem Bereich iiber 
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ein Schaltelement angeschlossen ist. Das Schaltelement wird 
in bevorzugter Weise durch einen Junction-Feldef f ekttransi- 
stor gebildet. Ist die Driftstrecke in der eingangs angege- 
benen Weise gestaltet, besteht der Junction- 
5 Feldef fekttransistor aus den Halbleitergebieten des ersten 
Leistungstyps und den durch diese unterbrochenen weiteren 
leitenden Verbindungen, wie dies weiter unten noch naher er- 
lautert werden wird. 

10 Bei diesem Hochvolt-Halbleiterbauelement ist die Pinch-off- 
Spannung (Abschaltspannung) des Junction-Feldef fekttransi- 
stors niedriger als die Durchbruchspannung zwischen den 
Halbleitergebieten des zweiten Leitungstyps und einer hoch- 
dotierten sourceseitigen „ Saule" des ersten Leitungstyps, 

15 die im Source-Gate-Bereich bzw. Zellbereich die Halbleiter- 
gebiete des ersten Leitungstyps miteinander verbindet. Das 
heiflt, der Junction-Feldef fekttransistor schaltet ab f bevor 
ein Durchbruch im Source-Gate-Bereich bzw. Zellbereich des 
Halbleiterbauelements auftreten kann. 

20 

Bei beispielsweise einer Konfiguration mit gemeinsamer Drain 
ist somit die die n-leitenden Gebiete verbindende n + -leitende 
Saule aus zum Beispiel polykristallinem Silizium nicht zwi- 
schen den beiden elektrisch leitenden Verbindungen vorgese- 

25 hen, d. h. die Driftstrecke ist von dem Zellbereich ge- 
trennt- Aufierdem ist der durch die leitenden Verbindungen 
und die Halbleitergebiete des zu diesen leitenden Verbindun- 
gen entgegengesetzten Leitungstyps gebildete Junction-Feld- 
ef fekttransistor so dimensioniert, daB dessen Pinch-off- 

30 Spannung kleiner als die Durchbruchspannung fur die p- 

leitenden Halbleitergebiete und die sourceseitige n + -leitende 
Saule ist. 

Fur eine Konfiguration mit gemeinsamer Source gelten bei 
35 entsprechender Anderung der Leitungstypen die gleichen An- 
f orderungen. 
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Nachfolgend wird die Erfindung anhand der Zeichnungen naher 
erlautert. Es zeigen: 

Fig. 1 eine schematische Schnittdarstellung einer Konfi- 
5 guration mit gemeinsamer Drain, 

Fig. 2 eine schematische Schnittdarstellung einer Konfi- 
guration mit gemeinsamer Source , 

10 Fig. 3 eine schematische Schnittdarstellung eines konkre- 
ten Ausfuhrungsbeispiels einer Source-Gate-Konf igu- 
ration f iir gemeinsame Drain und 

Fig. 4 einen Schnitt BB 1 durch das Ausfiihrungsbeispiel von 
15 Fig. 3 und 

Fig. 5 ein schematisches Ersatzschaltbild fur das Ausfiih- 
rungsbeispiel der Fig. 3 und 4. 

20 Fig. 1 zeigt eine Diodenstruktur einer Konf iguration mit ge- 
meinsamer Drain aus einem n + -leitenden Siliziumsubstrat 1, 
auf dem eine p~-leitende Siliziumschicht 2 vorgesehen ist. 
Anstelle der p~-leitenden Siliziumschicht 2 kann auch eine 
n'-leitenden Siliziumschicht verwendet werden. In dieser 

25 p"-leitenden Siliziumschicht 2 befinden sich einander abwech- 
selnd n- und p-leitende Gebiete Oder Schichten 3, 4, die wie 
die Schicht 2 epitaktisch abgeschieden sein konnen. Die 
Schichten 3, 4 konnen eine Gesamtdicke dl zwischen 5 und 30 
\m haben, wahrend der Abstand d2 zwischen den einzelnen Ge- 

30 bieten oder Schichten 3, 4 zwischen 1 und- 5 \m liegen kann. 
Selbstverstandlich sind hier auch von den obigen Bereichen 
abweichende Abmessungen moglich. Ebenso ist das Halbleiter- 
material nicht auf Silizium beschrankt. Vielmehr konnen auch 
andere Halbleitermaterialien, wie beispielsweise SiC, A in B v - 

35 Halbleiter usw. zum Einsatz gelangen. 
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Wesentlich an der vorliegenden Erfindung ist nun, dafi das n + - 
leitende Siliziumsubstrat 1, an dem ein Drainanschlufi D an- 
gebracht ist, fiber eine leitende Verbindung 5 aus beispiels- 
weise n + -leitendem polykristallinem Silizium mit den n-lei- 
5 tenden Gebieten oder Schichten 3 verbunden ist, und daB au- 
Berdem ein SourceanschluB S fiber eine leitende saulenformige 
Verbindung 6 aus beispielsweise p + -leitendem polykristallinem 
Silizium mit den p-leitenden Gebieten oder Schichten 4 ver- 
bunden ist. Anstelle von polykristallinem Silizium kann auch 
10 ein anderes geeignetes Leitermaterial verwendet werden, wie 
z. b. Metall. 

Die leitenden Verbindungen 5, 6 konnen durch Trenchatzen, 
anschlieliendes Aufffillen dieser Trenche mit dem polykristal- 

15 linen Silizium und Ausdiffusion zur Verlagerung des pn-Ober- 
gangs in monokristallines Material in relativ einfacher Wei- 
se hergestellt werden, da die Anf orderungen hinsichtlich der 
Form dieser Trenche und hinsichtlich der Oberf lachenbeschaf- 
fenheit relativ gering sind: es ist lediglich erf orderlich, 

20 daB die einzelnen Gebiete bzw. Schichten 3, 4 fiber die lei- 
tenden Verbindungen 5, 6 niederohmig mit den entsprechenden 
Anschlfissen D bzw. S verbunden sind. Anstelle von polykri- 
stallinem Silizium kann fur die leitenden Verbindungen auch 
ein anderes Material, wie z. B. Metall oder insbesondere 

25 hochdotiertes Silizium verwendet werden. Der durch die Aus- 
diffusion gebildete pn-t)bergang ist in Fig. 1 fur die Ver- 
bindung 5 schematisch durch eine Strichlinie 14 dargestellt. 

Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung der Source-Drain- 
30 Anordnung einer Konf iguration mit gemeinsamer Source, wobei 
hier die mit den Bezugszeichen 1' bis 6 1 versehenen Teile 
gerade den zu den Teilen 1 bis 6 der Fig. 1 entgegengesetz- 
ten Leitungstyp haben. Das heiBt, auf einem p + -leitenden Si- 
liziumsubstrat 1' befinden sich eine n"-leitende Silizium- 
35 schicht, auf welcher wiederum einander abwechselnd p- 

leitende Gebiete oder Schichten 3' oder n-leitende Gebiete 
oder Schichten 4* angeordnet sind, wobei das Siliziumsub- 
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strat l f iiber eine leitende Verbindung 5' aus p + -dotiertem 
polykristallinem Silizium mit den Gebieten oder Schichten 3' 
verbunden ist, wahrend ein DrainanschluB D iiber eine n + - 
leitende Verbindung 6' aus polykristallinem Silizium an die 
5 n-leitenden Schichten 4' angeschlossen ist. 

Zusatzlich zum Ausfuhrungsbeispiel von Fig. 1 zeigt das Aus- 
fuhrungsbeispiel von Fig. 2 noch Feldplatten 7 bis 10, die, 
wie die Feldplatten 7 und 8 auf der Chipoberf lache in einer 

10 nicht gezeigten Isolierschicht vorgesehen sind oder sich, 

wie die Feldplatten 9 und 10, an der Unterseite der Gebiete 
3 f und 4 1 befinden. Die Feldplatten 7 und 8 konnen dabei 
beispielsweise aus Aluminium bestehen, wahrend die Feldplat- 
ten 9 und 10 n + -leitende Zonen sind. Die Feldplatte 7 ist an 

15 die leitende Verbindung 5 1 angeschlossen, wahrend die Feld- 
platte 8 floatend ist, und die Feldplatte 9 ist an die lei- 
tende Verbindung 6' angeschlossen, wahrend die Feldplatte 10 
floatend ist. 

20 Durch diese Feldplatten kann die Verteilung des elektrischen 
Feldes in der Driftstrecke gunstig beeinflufit werden, so daJi 
die gleiche Wirkung wie mittels einer variablen Saulendotie- 
rung in Kompensationsbauelementen mit sSulenartigen dotier- 
ten Gebieten erreicht wird- 

25 

In Fig. 1 ist wie in Fig. 2 der Zellbereich mit insbesondere 
einer Sourcezone sowie einer Gateelektrode zur Vereinf achung 
der Darstellung nicht gezeigt. Dieser Zellbereich kann aber 
in der in Fig. 3 dargestellten Weise gestaltet sein, auf 

30 welche nachfolgend naher eingegangen wird. Fig. 1 und Fig. 2 
zeigen also im wesentlichen die Driftstrecke mit einer Lange 
1, die ungefahr 50 pm betragen kann. Diese Driftstrecke kann 
sich jeweils beidseitig an einen Zellbereich anschliefien, 
wobei auch mehrere Zellbereiche, jeweils unterbrochen durch 

35 eine Driftstrecke, vorgesehen werden k6nnen. 
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Fig. 3 zeigt die Source-Gate-Anordnung fur eine Konfigurati- 
on mit gemeinsamer Drain, also fur das Ausf uhrungsbeispiel 
der Fig. 1. Zusatzlich zu Fig. 1 ist hier noch ein Zellbe- 
reich aus einer Gateelektrode 11 fiir einen Gateanschlufi G, 
5 einer Sourcezone 12 in dem obersten p-leitenden Gebiet 4 und 
einer n + -leitenden Verbindung 13 , die in gleicher Weise wie 
die Verbindung 5 aufgebaut ist, gezeigt. Der Bereich zwi- 
schen den beiden n + -leitenden Verbindungen 5 und 13 in Fig. 3 
bildet dabei eine Halbzelle. Die leitende Verbindung 5, die 
10 die einzelnen Gebiete oder Schichten 3 miteinander verbin- 
det, mutt dabei aufierhalb des Bereiches zwischen der p + - 
leitenden Verbindung oder „Sourcesaule" 6 und der n + - 
leitenden Verbindung 13 liegen. 

15 Ein durch die saulenf ormigen Verbindungen 6 und die Schich- 
ten 3 gebildeter Junction- Feldef f ekttransistor JFET (vgl. 
Fig. 4) sollte so dimensioniert sein, daB dessen Pinch-off - 
Spannung kleiner als die Durchbruchspannung zwischen den p- 
leitenden Gebieten 4 und der n + -leitenden Verbindung 13 ist. 

20 Dadurch schaltet der Junction-Feldeff ekttransistor ab, bevor 
ein Durchbruch im Zellbereich oder in der Driftstrecke auf- 
t re ten kann. 

Fig. 5 zeigt noch ein Ersatzschaltbild des Hochvolt-Halblei- 
25 terbaulements von Fig. 3 und 4 mit einem MOS-Feldeff ekttran- 
sistor aus dem Zellbereich, dem Junction- 
Feldeff ekttransistor JFET, dessen Gate durch die Verbindun- 
gen 6 gebildet ist und dessen Kanal aus den n-leitenden 
Schichten 3 zwischen diesen Verbindungen 6 besteht, und 
30 Dioden Di aus den pn-Obergangen zwischen den Schichten 4 und 
der leitenden Verbindung 5. 
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Patentanspriiche 

1. Hochvolt-Halbleiterbauelement mit einem Halbleitersub- 
strat (1, 1') eines ersten Leitungstyps, auf dem eine schwa- 
5 cher als das Halbleitersubstrat (1, 1') dotierte Halbleiter- 
schicht (2, 2') eines zweiten, zum ersten Leitungstyp entge- 
gengesetzten Leitungstyps oder des ersten Leitungstyps als 
die Sperrspannung des Halbleiterbauelements aufnehmende 
Drift strecke (1) vorgesehen ist, in der zueinander abwech- 

10 selnd lateral ausgerichtete Halbleitergebiete (3, 4; 3", 4') 
des ersten und des zweiten Leitungstyps angeordnet sind, 
dadurch gekennzeich.net, daB 

die Halbleitergebiete (3, 3') des ersten Leitungstyps durch 
eine durch die Halbleiterschicht (2, 2') gefuhrte elektrisch 

15 leitende Verbindung (5, 5') mit dem Halbleitersubstrat (1, 
1') verbunden sind, auf dem eine erste Elektrode (D; S) an- 
geordnet ist, und daB die Halbleitergebiete (4, 4') des 
zweiten Leitungstyps durch eine durch die Halbleitergebiete 
(3, 4; 3', 4') gefuhrte weitere leitende Verbindung (6, 6') 

20 mit einer auf der Halbleiterschicht (2, 2') vorgesehenen 
zweiten Elektrode (S; D) verbunden sind. 



2. Hochvolt-Halbleiterbauelement nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

25 die Halbleitergebiete (3, 3') des ersten Leitungstyps und 
die Halbleitergebiete (4, 4') des zweiten Leitungstyps 
schichtartig gestaltet sind. 

3. Hochvolt-Halbleiterbauelement nach Anspruch 1 oder 2, 
30 dadurch gekennzeichnet, daB 

der Abstand zwischen den Halbleitergebieten (3, 3') des er- 
sten Leitungstyps und den Halbleitergebieten (4, 4') des 
zweiten Leitungstyps etwa zwischen 1 und 5 urn betragt. 

35 4. Hochvolt-Halbleiterbauelement nach einem der Anspruche 1 
bis 3, 

dadurch gekennzeichnet, daB 
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die Gesamtdicke der Halbleitergebiete (3, 4; 3', 4') des er- 
sten und des zweiten Leitungstyps etwa zwischen 5 und 30 yim 
liegt . 

5 5. Hochvolt-Halbleiterbauelement nach .einem der Anspriiche 1 
bis 4, 

dadurch gekennzeichnet, dafi 

die leitende Verbindung (5, 5 f ) und die weitere leitende 
Verbindung 6, 6') aus dotiertem polykristallinem Silizium 
10 Oder hochdotiertem monokristallinem Silizium oder Metall 

bestehen, und dail bei Verwendung von polykristallinem Sili- 
zium ein dadurch gebildeter pn-Ubergang (14) durch Ausdif fu- 
sion im monokristallinen Bereich verlauft. 



15 6. Hochvolt-Halbleiterbauelement nach einem der Anspriiche 1 
bis 5, 

gekennzeichnet durch 

Feldplatten (7 bis 9) auf der Oberseite und/oder Unterseite 
der Halbleitergebiete (3, 4; 3 f , 4'). 

20 

7. Hochvolt-Halbleiterbauelement nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 
die an der Unterseite der Halbleitergebiete (3, 4; 3', 4') 
gelegenen Feldplatten (9, 10) aus hochdotierten Bereichen 

25 des zweiten Leitungstyps bestehen. 

8. Hochvolt-Halbleiterbauelement nach Anspruch 6 oder 7, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 
die Feldplatten (7, 9) mit der leitenden Verbindung (5, 5') 

30 und/oder der weiteren leitenden Verbindung (6, 6'). verbunden 
sind. 

9. Hochvolt-Halbleiterbauelement mit einem MOS-Feldef f ekt- 
transistor (T) , der in einem Halbleitersubstrat ausgebildet 

35 ist und eine mit einer Drainelektrode (D) verbundene Drift - 
strecke aufweist, 

dadurch gekennzeichnet, dafi 
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die Driftstrecke aufierhalb des Source-Gate-Bereiches des 
MOS-Feldeffekttransistors (T) gelegen und an diesem Bereich 
iiber ein Schaltelement (JFET) angeschlossen ist. 

5 10. Hochvolt-Halbleiterbauelement nach Anspruch 9, 

dadurch gekennzeichnet, dafi 
das Schaltelement durch einen Junction- Feldef f ekttransistor 
gebildet ist. 

10 11. Hochvolt-Halbleiterbauelement nach Anspruch 9 oder 10, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 
die Driftstrecke nach einem der Patentanspruche 1 bis 8 ge- 
staltet ist. 



15 
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